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Bi が吸着した金属表面においては、スピン分裂バン

ドがしばしば報告される。これは、Bi の大きなスピン

軌道相互作用に起因するラシュバ効果によるものと考

えられている 1)。本研究で扱う Bi/Cu(001)表面では、Bi
の被覆率の変化によって 1×1 (低被覆率)、c(2×2) (0.5 
ML)、9"√2 × √2&R45° (0.56 ML)、p(10×10) (0.6 ML)と
様々な再構成表面が確認されており、c(2×2)表面にお

いてはラシュバ効果によるスピン分裂バンドが報告さ

れている 2,3)。また、0.25 ML 吸着させた 1×1 表面を 250 
K 以下に冷却すると、Bi が最表面層の Cu と置換した

c(4×2)構造に変化する 4)。しかし電子状態については詳

細に調べられていないため、本研究では角度分解光電

子分光 (ARPES) を用いてc(4×2)-Bi表面の電子状態を

調べた。 
 
試料は以下の手順で作製した。まず、Cu(001)単結晶

基板を Ar+イオンスパッタリング (1 keV) とアニール 
(~900 K) を繰り返して清浄化した。次に Bi を室温蒸

着し、200 K 以下に保持した低温マニピュレーターに

移すことで冷却した。この試料を低速電子回折 
(LEED) で観察したところ、Fig. 1(a)に示す鮮明なダブ

ルドメインの c(4×2)-Bi パターンを確認できた。 
 

Figure 1(b)は、1×1-Cu の表面ブリルアンゾーンにお

けるΓ( −M+方向に沿って測定した c(4×2)-Bi 表面のバン

ド分散である。清浄 Cu 表面の表面状態についてはM+

点付近に存在していたタム状態が Bi 蒸着により完全

に消滅し、Γ(点付近の S7 バンドに結合エネルギーの小

さい方へ 0.2 eV、エネルギーシフトが見られた。その

他の表面状態にはほとんど変化が見られなかった。ま

た、A1 - A3で示している新たな表面状態が確認された。

このうち、A3 は先行研究で報告された c(2×2)-Bi 表面

の I1バンドと結合エネルギー、波数共に類似すること

から、Bi sp と Cu 3d の混成に由来する状態であると考

えられる 3)。A1, A2については c(4×2)-Bi に特有の状態

で、他の Bi/Cu(001)再構成表面には類似するものは見

られない。また、今回はΓ( −M+、Γ( − X+の 2 方向を測定

したが、ラシュバ効果によるスピン分裂バンドの徴候

はいずれも見られなかった。 
 

            

 

Fig. 1 Cu(001)c(4×2)-Bi表面のLEEDパターン(a)、およ
びΓ" − M%方向のバンド分散(b) 
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